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ekil-1’deki yapı kullanılarak 035 m n-kuyulu CMOS teknolojisi ile MOSFET’li 
direnç yapısı olu turulacaktır. Aktif süzgeç veya osilatör uygulamaları
gerçekle tirmelerinde ayarlanabilir direnç olarak kullanılmak üzere öngörülen bu 
yapıda, direnç de erinin 10k  Rin  50k  aralı ında de i tirilebilir olması
istenmektedir.

a- Devredeki MOS tranzistorların boyutlarını belirleyiniz. VC1 ve VC2 kontrol 
gerilimlerinin de erlerini saptayınız. 

SPICE benzetim programını kullanarak ve (VC1-VC2) de erini parametre olarak 
alarak

b-  (I1 – I2) akım farkının (V1-V2) gerilim farkına göre (I1 – I2) = f(V1-V2) 
de i imini ara tırarak çiziniz. Elde etti iniz karakteristi in do rusal de i im 
aralı ını belirleyiniz. 

c- Buldu unuz de erlerden yararlanarak Rin direncinin (VC1-VC2) ile de i imini 
çiziniz. 

d- Yaptı ınız tüm çalı manın ayrıntılı bir yorumunu veriniz. 

Yararlanabilece iniz ba ıntılar ekil-1’den sonra verilmi tir.

Kullanılacak CMOS teknolojisine ili kin model parametrelerini WEB sayfasında
belirtilen adresten alınabilirsiniz. Olana ınız varsa, ba ka bir benzer teknolojiyi de 
seçebilirsiniz.

Yol gösterme:  
3 ve 4 dü ümleri arasına bo  bir gerilim kayna ı ba layınız. Bu bo  kaynak 
ampermetre olarak kullanılacaktır. (V1-V2) gerilimini uygun bir aralıkta ve sık
adımlarla de i tirerek (I1 – I2) akım farkının de i imini (bo  gerilim kayna ının
akımının de i imi) parametre olarak seçece iniz her (VC1-VC2) de eri için çıkartınız.  

ekil-1. MOSFET’li direnç yapısı
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